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Resumen 
 
Se presenta en este trabajo un sistema de 
instrumentación y medida de parámetros 
característicos de componentes electrónicos 
sometidos a radiación de neutrones. El propósito 
principal de este sistema es obtener sus 
características de éstos al mismo tiempo que son 
irradiados por un haz de neutrones, y determinar los 
componentes del mercado más resistentes a dicha 
radiación. Posteriormente, serán utilizados para el 
desarrollo de la instrumentación de control del 
Large Hadron Collider en el CERN. 
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1 INTRODUCCION 
 
El sistema que se describe en este trabajo tiene como 
objetivo controlar y medir todos los parámetros 
característicos de los componentes que se desean 
examinar bajo radiación. Para ello se disponen los 
circuitos en unas cajas que se sitúan correlativamente 
en un carril DIN. Éstas se introducen en una cavidad 
dentro de un reactor nuclear de investigación. En el 
reactor se provoca una reacción en cadena que genera 
un haz de neutrones que inciden sobre las cajas de los 
circuitos. Se puede observar en la figura 1 el núcleo 
del reactor en pleno funcionamiento. La luz azul que 
se observa se produce por el efecto Cherenkov [1]. 
 
Las irradiaciones se llevaron a cabo en el Reactor de 
Investigación del Instituto Tecnológico y Nuclear de 
Lisboa (Portugal). El reactor funcionaba a una 
potencia nominal de 1 MW. El flujo total alcanzaba 
un valor de 5· 1013 n/cm2 en la placa central en cinco 
sesiones de 12 horas tras las que seguían otras 12 
horas de descanso. 
 
Se eliminaron del haz los neutrones térmicos por 
medio de una plancha de 0.7 cm de boro. La 
radiación gamma se redujo con una barrera de plomo 
de 4 cm de espesor. Las placas eran alejadas del 

núcleo del reactor durante las horas de inactividad 
para reducir al máximo la radiación gamma residual. 
La dosis gamma total no superó gracias a esta 
precaución el valor de 1.2 kGy. 
 

 
2 DAÑOS PROVOCADOS POR LA 
RADIACIÓN NEUTRONES  
 
Cualquier componente electrónico que se encuentre 
expuesto a algún tipo de radiación sufre una fuerte 
degradación [2]. Este problema es importante cuando 
se requiere una alta fiabilidad en su funcionamiento. 
 
Debido a que es muy costoso el desarrollo de 
componentes cuyo comportamiento bajo radiación 
esté garantizado, es recomendable el empleo de 
componentes comerciales, mucho más baratos, en los 
que se conozca con precisión la evolución de las 
características del componente mientras se degrada 
[3, 4]. 

2.1 DAÑOS EN SEMICONDUCTORES 

 
Los daños provocados por la radiación en los 
semiconductores dependen del carácter ionizante o 
no ionizante de aquella.  
 

Figura 1: núcleo del reactor nuclear del ITN. 




